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１．はじめに

有機電界効果トランジスタ（OFET）は塗布形

成が可能であり、高い電界効果移動度を示すこと

から多くの注目を集めている [1]。さらに近年で

は塗布法の改良により高移動度化も進んでいる 

[2]。OFET のディスプレイ等への応用には、チ

ャネル長 5 µm における電界効果移動度が、重要

な指標となる。しかし、塗布プロセスによる簡便

な作製法を用いた高移動度の短チャネル OFET

の報告例は非常に少ない [3-5]。本研究において

は、塗布成膜可能な有機半導体材料を用いて、ス

ピンコートによる簡便なプロセスで、チャネル長

5 µm の短チャネルトップゲート・ボトムコンタ

クト型 OFET 作製し、ヒステリシス無く、高移

動度（1.5 cm2V-1s-1）を達成した。 

２．実験 

Fig. 1 に本研究で作製したトップゲート・ボト

ムコンタクト型 OFET のデバイス構造を示す。

poly(4-vinylphenol) (PVP)層を成膜し、PVP 層上部

に Cr/Au ソース-ドレイン電極を形成した後、

SAM 処理として pentafluorothiophenol (PFBT)を

スピンコートした。有機半導体溶液 (JKOS-06h, 

日本化薬 (株))をスピンコートし、乾燥させ、そ

の後、ゲート絶縁膜として CYTOP 層をスピンコ

ート法により成膜し、Al ゲート電極を真空蒸着

により形成した。 

３．結果及び考察 

Fig. 2 に作製した、OFET の伝達特性を示す。

伝達特性より、オン/オフ比が 107以上、線形電界

効果移動度は最高で 1.5 cm2V-1s-1を示した。チャ

ネル長 5 µm の OFET においてヒステリシスの

ない非常に高い移動度を達成することができた。 
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Fig. 1. Device structure of solution-processed 

top-gate short channel OFET. 

 

 
Fig. 2. Transfer characteristics of solution-processed 

top-gate short channel OFET. 
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